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В литературе имеются достаточно много информации по формированию 

моноатомных и мономолекулярных кластеров в полупроводниках и исследованию их 

свойств. Предоставляет большой интерес формирование бинарных кластеров (состоящих 

из атомов двух типов) в решетке полупроводников, в том числе в решетке кремния. 

Это связанно: во-первых - с возможностями получения объемно 

наноструктурированных полупроводников, технология получения которых еще слабо 

разработана, а во вторых - возможностями существенного расширения функциональных 

свойств полупроводниковых материалов и приборов на их основе, и наконец – с 

выявлением новых физических явлений в таких материалах, которые отсутствуют в 

обычных материалах. 

Формирование бинарных нанокластеров с участием элементов III и V групп, II и VI 

группы, а также элементов переходных групп с элементами VI группы достигается с 

помощью метода «низкотемпературного» легирования. Термодинамические условия 

формирования бинарных кластеров в основном определяются электрофизическими и 

химическими параметрами примесных атомов, а также их диффузионными свойствами. 

 

Определены оптимальные условия легирования для формировании кластеров с 

различной природы, позволяющих получить максимальное участие введенных примесных 

атомов в кластеры. В отличие от других видов наноструктур, бинарные нанокластеры в 

решетке кремния, практически не нарушают тетраэдрическое Sp3 связи, не создают 

дополнительно электроны и дырки в зонах и представляет собой электронейтральные 

молекулы типа Si2Ga-Sb+, Si2Ni--Se++, Si2Zn--Se++ (рис. 1).   
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Установлено, что управляя термодинамическими условиями легирования, не только 

можно варьировать концентрацию таких бинарных нанокластеров в широком интервале, 

но и можно формировать более сложные бинарные структуры, в том числе нанокристаллы 

полупроводниковых соединений АIIIBV, AIIBVI. 

 Показано, что каждый тип материалов с бинарными на- 

нокластерами имеет свои фундаментальные параметры (та- 

кие как Eg - ширина запрещенный зоны) существенно отли- 

чающиеся не только от Eg кремния, но и между собой. 

Это означает, что теперь кремний с бинарными нано- 

кластерами и с их ассоциациями, могут поглощать достаточ- 

но широкой спектр светового излучения, в результате чего на 

полупроводнике с такими наноструктурами можно создать 

новый класс высокочувствительных фотоприемников, рабо- 

тающих в широкой спектральной области. На рис. 3 пред- 

ставлена спектральная зависимость фотопроводимости крем- 

ния с бинарными нанокластерами Si2Ga-Sb+, Si2Ni--Se++, 

Si2Zn--Se++ при комнатном температуре. Функциональные 

возможности таких материалов в области оптоэлектроники и 

фотоэнергетики существенно расширяются. 
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